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Fig. 1 Crystal structure 

of R2O2Bi. 
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 層状 Bi酸化物 R2O2Bi（R = 希土類、Y）の多結晶体が合成され、その

金属絶縁体転移が報告された [1]。R2O2Bi中のBiは異常価数−2価を持ち、

さらに二次元正方格子を形成した独特な層状構造を示す（Fig. 1）。した

がって、この物質では大きなスピン軌道相互作用に起因したトポロジカ

ル絶縁体としての性質を示す可能性もある [2]。R2O2Bi のイントリンシ

ックな物性を引きだすためには、単結晶やエピタキシャル薄膜の合成が

望ましい。そこで、本研究では Y2O2Biのエピタキシャル薄膜の作製を試

みた。 

 前回、Y2O3薄膜と Bi, Y粉末を前駆体として、固相

エピタキシーを利用したY2O2Biエピタキシャル薄膜

の初めての作製を報告した [3]。しかしながら、作製

した薄膜では未反応相や表面の粉末残渣が多く存在

し、物性評価が困難であった。そこで、前駆体をす

べて薄膜とすることで、平坦かつ均質な薄膜の作製

を試みた。 

 スパッタ法を用いて、Bi, Y, Y2O3の各層からなる多

層膜を CaF2 (001)単結晶基板上に堆積した。そして、

その多層膜を真空中で焼成して固相反応を行った。

その結果、4回対称 Y2O2Bi (103)ピークを示す Y2O2Bi

エピタキシャル薄膜を作製することができた（Fig. 2）。

前回の手法による試料に比べて組成分布が均質であ

り、平坦な表面を示した。X 線回折測定から、薄膜

と基板の方位の関係は、Y2O2Bi [100] || CaF2 [110], 

Y2O2Bi [001] || CaF2 [001]であった。講演では、電気伝

導特性や磁気特性についても議論を行う予定である。 
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Fig. 2 2 -  (top) and  (bottom) scans of 

Y2O2Bi (103) epitaxial thin film. 
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